
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空チャンバ内部の半導体ウエハを処理する為の容量性及び誘導性結合高周波プラズマ
リアクタであって、
　前記真空チャンバの一部を横切って互いに対面する一対の平行コンデンサ電極と、
　前記真空チャンバの一部の周りに巻かれた誘導コイルと、
　 高周波源と、
　 高周波パワーを分割する手段と、
　
を備え

。
【請求項２】
　前記高周波パワーを分割する手段は、トランスフォーマーを備え、前記トランスフォー
マーは、前記 高周波源に接続された一次巻線と、

二次巻線 を備える、請求項１記載
のプラズマリアクタ。
【請求項３】
　前記高周波パワーを分割する手段は、パワー分割用コンデンサを有し、前記パワー分割

10

20

JP 3814012 B2 2006.8.23

第１
前記第１高周波源の
第２高周波源と、

、
　前記分割された高周波パワーは、前記一対の平行コンデンサ電極にそれぞれ接続され、
前記第２高周波源は、前記誘導コイルの中間巻線に接続され、前記誘導コイルの両端は接
地されている、プラズマリアクタ

第１ 両端が前記一対の平行コンデンサ電
極に接続された と、前記二次巻線上の接地用タップと、



用コンデンサは、 高周波源に接続された共通電極と、前記共通電極に面
第１及び第２平行電極

請求項１記載のプラズマリアクタ。
【請求項４】
　真空チャンバ内部の半導体ウエハを処理する為の容量性及び誘導性結合高周波プラズマ
リアクタであって、
　 チャンバの一部を横切って互いに対面する一対の平行コンデンサ電極と、
　 記 チャンバの一部の周りに巻かれた誘導コイルと、
　
　

リアク
タ。
【請求項５】
　前記高周波パワーを分割する手段は、トランスフォーマーを備え、前記トランスフォー
マーは、前記第１高周波源に接続された一次巻線と、

二次巻線と

請求項 記載のプラズマリアクタ。
【請求項６】
　前記高周波パワーを分割する手段は、パワー分割用コンデンサを有し、前記パワー分割
用コンデンサは、 高周波源に接続された共通電極と、前記共通電極に面 る
第１、第２ 平行電極

請求項
記載のプラズマリアクタ。

【請求項７】
　真空チャンバ内部の半導体ウエハを処理する為の容量性及び誘導性結合高周波プラズマ
リアクタであって、
　 チャンバの一部を横切って互いに対面する一対の平行コンデンサ電極と、
　 記 チャンバの一部の周りに巻かれた誘導コイルと、
　
を備え、
　

リアクタ。
【請求項８】
　前記チャンバはシーリングを備え、前記 コンデンサ電極の一 は前記シーリ
ング付近の頂部電極である、請求項１～７のいずれか一項に記載のプラズマリアクタ。
【請求項９】
　前記シーリングは複数径ドーム形状を備え、 誘導コイルは、
（ａ）前記ドーム形状と等角、
（ｂ）前記ドーム形状と非等角
のいずれかである、請求項８記載のプラズマリアクタ。
【請求項１０】
　 記 コンデンサ電極 ウエハペデスタルである、請求項８記載のプ
ラズマリアクタ。
【請求項１１】
　前記頂部電極は、
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前記第１ している
と、を備え、前記第１及び第２平行電極は、前記一対の平行コンデ

ンサ電極にそれぞれ接続されている、

前記真空
前 真空
高周波源と、
前記高周波源の高周波パワーを分割する手段と、

を備え、
　前記分割された高周波パワーは、前記一対の平行コンデンサ電極及び前記誘導コイルの
中間巻線にそれぞれ接続され、前記誘導コイルの両端は接地されている、プラズマ

両端が前記一対の平行コンデンサ電
極に接続された 、前記二次巻線上の接地用タップと、前記二次巻線の一端に付
加された拡張巻線部分と、を備え、前記拡張巻線部分の端部は、前記誘導コイルの中間巻
線に接続されている、 ４

前記第１ してい
及び第３ と、を備え、前記第１、第２及び第３平行電極は、前記一対

の平行コンデンサ電極及び前記誘導コイルの中間巻線にそれぞれ接続されている、
４

前記真空
前 真空
第１高周波源及び第２高周波源と、

前記第１高周波源は、前記誘導コイルの選択された巻線に接続され、前記誘導コイルの
他の選択された巻線は、前記一対の平行コンデンサ電極の第１電極に接続され、前記第２
高周波源は、前記一対の平行コンデンサ電極の第２電極に接続され、前記誘導コイルの両
端は接地されている、プラズマ

一対の平行 方

前記
または

前 一対の平行 の他方は、



（ａ）前記真空チャンバの内側、
（ｂ）前記 チャンバの外側
のいずれかに存在する、請求項８記載のプラズマリアクタ。
【請求項１２】
　前記頂部電極は、 シーリングの一体部分（ an int
egral part)になっている、請求項１１記載のプラズマリアクタ。
【請求項１３】
　前記頂部電極は、前記真空チャンバの外側にあ

る、請求項１１記載のプラズマリアクタ。
【請求項１４】
　前記平行 コンデンサ電極の一つとの間で直列に接続された
位相反転コンデンサを更に備える、請求項 記載のプラズマリアクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
本発明は、半導体ウエハを処理するための高周波（ＲＦ）プラズマリアクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
かなり簡略化された図１の図形で示されたタイプの慣例的な平行板プラズマリアクタは、
側壁１２と、頂部および底部の平行絶縁コンデンサ電極１４、１６を有する真空チャンバ
１０を含む。側壁１２は接地されていてもよく、電極１４、１６が両方とも高周波パワー
に接続されるなら、これらの電極から絶縁されている。また、電極１４、１６の一つが接
地されている場合、それは同様に側壁１２にも接続され、他方の電極は高周波パワーに接
続されている。通常、電極１４、１６の一つは、高周波インピーダンス整合回路網１８を
介して高周波パワー発生器２０に接続され、他の電極は接地されると共に側壁１２に接続
されている。半導体ウエハ２２はチャンバ１０内に置かれ、処理ガスがチャンバに導入さ
れる。一対の電極１４、１６を横切って印加されている高周波パワーは、チャンバ１０内
でプラズマを着火し、そのプラズマを容量結合により持続させる。
【０００３】
図１の平行板プラズマリアクタは、幾つかの独特の利点を享有する。特に、広い面積およ
び平行電極１４、１６の接近により、たやすくプラズマを着火し、ウエハ２２における容
量結合およびプラズマイオンエネルギーを精度良く制御することができる。そのようなリ
アクタのプラズマ処理は、他のタイプのプラズマリアクタと比較して、非常に再現性が良
い。平行板プラズマリアクタの一つの欠点は、高周波エネルギーが容量結合を介してプラ
ズマに結合され、そのためプラズマイオン密度は容量結合高周波パワーの増減のみによっ
て増減し得る点である。しかし、そのようなパワーの増加はイオン衝撃エネルギーを増大
し、ウエハ上に大きなデバイス損傷を生じさせる。そのため、そのようなリアクタにおけ
るプラズマ密度は、デバイス損傷が顕著になるプラズマイオンエネルギースレッシュホー
ルドにより制限される。
【０００４】
図２に示されたタイプの誘導結合型プラズマリアクタは、コイル誘導子３２により囲まれ
た真空チャンバ３０を有する。半導体ウエハ３４は、ウエハペデスタル３６上のチャンバ
３０の内側に支持されている。コイル誘導子３２は、高周波インピーダンス整合回路網４
０を介して高周波パワー発生器３８に接続されている。処理ガスはチャンバ３０の内側に
導入され、コイル３２から誘導結合された高周波パワーがチャンバ３０内でプラズマを着
火し持続させる。プラズマイオン密度は、コイル誘導子３２に印加された高周波パワーを
増加させることにより、たやすく増大される。しかし、そのような誘導子３２に印加され
た高周波パワーの増加は、ウエハ表面に衝突するイオンエネルギーを付随的に増加させる
。そのため、過剰なプラズマイオンエネルギー、顕著な利点のため、デバイス損傷という
危険を冒すことなく、プラズマ密度は、図１のリアクタ内のプラズマ密度よりもかなり増
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または
真空

前記真空チャンバの内側にあり、前記

り、前記シーリングの頂部に載置されて
い

電極の一つと前記一対の平行
３または６



加される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
図２の誘導型プラズマリアクタに伴う一つの問題点は、誘導子コイル３２がほとんど、或
いは全くプラズマイオンエネルギーの制御を与えない点であり、そのため、そのような制
御を与える別個の装置が備え付けられていなければならない点である。この問題は、高周
波インピーダンス整合回路網４４を介して容量結合型独立高周波パワー発生器４２からウ
エハペデスタル３６に高周波パワーを印加することにより、慣例的に解決されている。プ
ラズマイオンエネルギーを制御する高周波発生器４２は、プラズマイオンエネルギー制御
とプラズマイオン密度制御が結合解除するように、プラズマイオン密度を制御する高周波
パワー発生器３８とは独立して調整されてもよい。
【０００６】
しかし、ウエハペデスタル３６に印加されたバイアス高周波パワーは、（図１の平行板プ
ラズマリアクタと比較して）プラズマイオンエネルギーを越える下位の（ inferior）制御
を与え、下位のプロセス再現性を与える。他の問題点は、図２の誘導結合型リアクタは、
図１の容量型リアクタと同程度にたやすくプラズマには着火しない点である。
【０００７】
異なる利点を実現するのに要求される相反すると思われる構造的特徴のため、同一のリア
クタにおける図１の容量結合型リアクタと図２の誘導結合型プラズマリアクタの両方の共
通点のない（ disparate）利点が認識できるとは考えられていなかった。
【０００８】
本発明は、図１の容量結合型リアクタと図２の誘導結合型リアクタとの両方の利点の全て
をリアクタの中の単一のプラズマリアクタの中で提供することを目的とする。
【０００９】
さらに、本発明は高周波パワー分割を用いて、最小限の数の高周波発生器を備え良好に制
御された形式で、誘導的かつ容量的に高周波パワーを結合し、処理チャンバに伝達するこ
とを目的とする。
【００１０】
また更に、本発明は、図１の容量結合型リアクタと図２の誘導結合型リアクタの双方の利
点の全てをリアクタ内の単一プラズマリアクタ内で提供し、そこでは、シーリングの内面
上の汚染堆積物がスパッタリングで除去され、シーリングがきれいに保たれる。
【００１１】
また、更なる本発明の目的は、チャンバシーリングからスパッタリング材の途を提供し、
チャンバに処理種を供給することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
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本発明の第１態様に係るプラズマリアクタは、真空チャンバ内部の半導体ウエハを処理
する為の容量性及び誘導性結合高周波プラズマリアクタであって、前記真空チャンバの一
部を横切って互いに対面する一対の平行コンデンサ電極と、前記真空チャンバの一部の周
りに巻かれた誘導コイルと、第１高周波源と、前記第１高周波源の高周波パワーを分割す
る手段と、第２高周波源と、を備え、前記分割された高周波パワーは、前記一対の平行コ
ンデンサ電極にそれぞれ接続され、前記第２高周波源は、前記誘導コイルの中間巻線に接
続され、前記誘導コイルの両端は接地されている。
　本発明の第２態様に係るプラズマリアクタは、真空チャンバ内部の半導体ウエハを処理
する為の容量性及び誘導性結合高周波プラズマリアクタであって、前記真空チャンバの一
部を横切って互いに対面する一対の平行コンデンサ電極と、前記真空チャンバの一部の周
りに巻かれた誘導コイルと、高周波源と、前記高周波源の高周波パワーを分割する手段と
、を備え、前記分割された高周波パワーは、前記一対の平行コンデンサ電極及び前記誘導
コイルの中間巻線にそれぞれ接続され、前記誘導コイルの両端は接地されている。
　本発明の第３態様に係るプラズマリアクタは、真空チャンバ内部の半導体ウエハを処理



　　　　　　本発明は、半導体ウエハを処理するためにプラズマリアクタ内で実施され、
そのリアクタは一対の平行コンデンサ電極を処理チャンバのシーリングおよび底部にそれ
ぞれ有し、コンデンサ電極の各々は高周波パワーをチャンバに容量的に結合し、さらに、
少なくとも以下の３つの要素の内の２つに印加された高周波信号の間の一定の高周波位相
関係に応じて、誘導コイルはチャンバの一部に巻かれ高周波パワーをチャンバに誘導的に
結合する：２つの電極およびコイルであって、その容量性および誘導性結合が、プラズマ
着火の容易性および高精度なプラズマイオンエネルギー及びプロセス再現性の制御の為に
、半導体ウエハの処理中に実行される。一実施例において、２つの信号間の一定の位相関
係は、例えば、１８０度の位相ズレでもよい。
【００１３】
独立したパワー制御を与えている間に高周波源の数を最小限にするため、本発明はパワー
分割を含み、共通のソース又は複数のソースから一対の電極及びコイルに別個にパワーを
提供することが好ましい。特に、パワーは、コイル及び一対の電極を構成する３つの要素
の内の少なくとも２つの間で、それぞれが分割されている。パワーは、コイル又はトラン
スフォーマのいずれかを通じて誘導的に分割されてもよく、共通の高周波源に接続された
共通の電極を有する一連のコンデンサにより容量的に分割されてもよい。
【００１４】
その高周波パワーは、トランスフォーマーを介して誘導的に分割されてもよく、一対の電
極は当該トランスフォーマーの二次巻線の反対側に接続されている。この場合、誘導コイ
ルは別々にパワーが供給されてもよい。また、誘導コイルおよび電極の両方は当該トラン
スフォーマーの二次巻線上の一定のタップに接続される。また更に、高周波パワーは、誘
導コイル自身を介して誘導的に分割されてもよい。例えば、パワー分割は、一対の電極の
一方または両方を誘導コイルの一つの巻線にタップ接続することにより実行してもよい。
【００１５】
頂部電極は、シーリングの汚染堆積物をスパッタリングで取り除き、それをきれいに保つ
為に、十分にシーリングに近く、そこに印加される十分な高周波パワーを有することが好
ましい。
【００１６】
一実施例において、チャンバシーリングは、シーリングでコンデンサ電極の影響の下でプ
ラズマへとスパッタリングされる処理ガスのために、前駆体材料から成る部分を含んでい
る。シーリングは複数径ドーム形状でもよいが、コイル誘導子はドーム形シーリングを備
えた等角 (conformal)又は非等角でもよい。
【００１７】
底部のコンデンサ電極はウエハペデスタルであるが、頂部のコンデンサ電極はチャンバの
内側かチャンバの外側にあるのが好ましい。頂部電極がチャンバの内側にある場合、頂部
電極はシーリングの一体部分（ an integral part）でもよい。
【００１８】
【発明の実施の形態】
図３において、プラズマリアクタは真空チャンバ５０を含み、この真空チャンバ５０は円
筒型側壁５２とドーム形シーリング５４を含んでいる。床部５６はペデスタル５８を支持
し、このペデスタル５８はリアクタにより処理される半導体ウエハ６１を支持する底部絶
縁コンデンサ電極６０を含んでいる。シーリング５４は、底部コンデンサ電極６０に面す
る頂部絶縁コンデンサ電極６２を含む。頂部および底部コンデンサ電極６２、６０は、ト
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する為の容量性及び誘導性結合高周波プラズマリアクタであって、前記真空チャンバの一
部を横切って互いに対面する一対の平行コンデンサ電極と、前記真空チャンバの一部の周
りに巻かれた誘導コイルと、第１高周波源及び第２高周波源と、を備え、前記第１高周波
源は、前記誘導コイルの選択された巻線に接続され、前記誘導コイルの他の選択された巻
線は、前記一対の平行コンデンサ電極の第１電極に接続され、前記第２高周波源は、前記
一対の平行コンデンサ電極の第２電極に接続され、前記誘導コイルの両端は接地されてい
る。



ランスフォーマー６６の二次巻線６４の反対側でバランスがとられており、トランスフォ
ーマー６６の一次巻線６８はコンデンサ７０を介して高周波電源７２に接続されている。
高周波電源７２は、図１の高周波発生器２０および高周波インピーダンス整合回路網１８
のような高周波パワー発生器および慣例のインピーダンス整合回路網（図示せず）を含む
。高周波電源７２は、プラズマイオンエネルギーおよびプラズマに対する容量結合を制御
する。誘導結合は、ドーム形シーリング５４の一部に巻かれている誘導コイル７４によっ
て提供される。コイル７４は、コンデンサ７６を介して第２高周波電源７８によりエネル
ギーが与えられ、高周波発生器および高周波インピーダンス整合回路網（図示せず）を含
む。電源７８はコンデンサ７６を介して誘導コイル７２の中間巻線に接続されており、コ
イル７４の両端はパワー損失を最小限にするため、頂部電極７２あるいは側壁５２のどち
らかに接地されている。
【００１９】
高周波パワーの頂部及び底部電極６２、６０間の分配は、二次巻線６４上の接地用タップ
８０の配置により決定される。例えば、接地用タップ８０が二次巻線６４の中間コイルに
接続される場合、頂部及び底部電極は高周波源７２から同量の高周波パワーを受ける。他
方、接地用タップ８０が頂部電極６２の接続点の近くに配置される場合、より多くの高周
波パワーが底部電極６０に印加される。
【００２０】
図３の実施例は、（図７を参照して後に説明するように）頂部電極６２がチャンバの外側
にありシーリング５４をかぶせるように変形してもよい。
【００２１】
向かい合う電極６０、６２の二次巻線６４の反対側端部に対する接続は、向かい合う電極
６０、６２に印加される高周波信号間で１８０度の位相ずれの関係（ out-of-phase relat
ionship）を確立し、それによって、プラズマの高周波パワーの容量結合を最大にする。
しかし、他の適切な位相関係が本発明を実行する際に選択されてもよい。
【００２２】
図３の実施例の、広く密接に間隔を開けて配置された平行な頂部及び底部平行板コンデン
サ電極６０、６２は、図１の平行板プラズマリアクタの全ての利点を提供し、プラズマ着
火の大いなる容易性、ウエハ表面における良好なプラズマイオンエネルギーの制御および
良好なプロセス再現性を有する。誘導コイル７４は、図２の誘導結合プラズマリアクタの
全ての利点を同時に提供し、不当にプラズマイオンエネルギーを増加することなく高プラ
ズマイオン密度を提供する能力を有する。
【００２３】
図４は、必要な高周波源の数を減少させるパワー分割特徴を有する図３の変形例を示す。
特に、第２高周波源７８は除去され、拡張巻線部分６４ａは、頂部電極６２に対する接続
部６４’で二次巻線６４に付加されている。拡張部６４ａの端部は、誘導コイル７４の中
間巻線に接続されている。（図３の実施例を参照して上述したように）接地用タップ８０
の配置は頂部及び底部電極６２、６０間のパワーの分配を決定するが、接続部６４’の配
置は一対の電極６０、６２と誘導コイル７４間のパワーの分配を決定する。例えば、接続
部６４’が、誘導コイル７４に接続する拡張コイル部６４ａの端部へと移動する場合、頂
部電極６２と誘導コイル７４に印加されるパワー量は等しくなる。さらに、同一例におい
て、接地用タップ８０は正確に全体の二次巻線６４の中間に置かれる場合、頂部電極６２
、底部電極６０および誘導コイル７４に印加されるパワーの量は全て等しい。そのため、
３つの高周波パワーエレメント（すなわち、頂部電極６２、底部電極６０および誘導コイ
ル６４）の各々に印加された高周波パワーは、別々に（独立ではなく）調節可能であり、
顕著な利点を有する。
【００２４】
図４は同様に本発明の他の態様を示し、そこでは誘導コイル７４はドーム形シーリングと
非等角（ non-conformal）になっている。好ましくは、ドーム形シーリングは複数径ドー
ムになっており、そこではドームの頂点に向かって半径が増加し、誘導コイルは、図５に
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示されるように、部分円筒形になっており、直角円筒部７４ａと平坦頂部７４ｂを含んで
いる。複数径ドームシーリングにわたる、そのような非等角誘導コイルは、  Gerald Z. Y
in 氏等により出願され、現在の譲受人に譲渡された米国特許出願に開示されている。
【００２５】
図６は、他のパワー分割の実施例を示し、ここでは、トランスフォーマー６６は除去され
、誘導コイル７４自身が頂部電極６２に高周波パワー分割を提供するために用いられてい
る。図６に示されるように、高周波源７２はコンデンサ７０を介して誘導コイル７４の選
択された巻線８４に接続されている。他の選択された誘導コイル７４の巻線８６は、頂部
電極６０に接続されている。第２高周波源７８は底部電極６０に接続されている。また、
選択された巻線８６は、その代わりとして、底部電極６０に接続することが可能であり、
第２高周波源７８は頂部電極６２に接続することが可能である。
【００２６】
図７は、図４に対応する実施例を示すが、そこでは頂部電極６２はチャンバ５０のシーリ
ング５４から分離しており、シーリング５４の外側表面の頂部に載置されている。頂部電
極６２は、電極６２との位置決めにおいて（ in registration with）シーリング５４の内
側表面の一部がプラズマによりスパッタされるようにしている。この特徴は、２つの目的
の中のどちらかに役立つ。第１に、シーリング５４の内部表面に堆積する傾向がある生産
物による、いかなる汚染或いはプラズマ処理も、このスパッタリング処理によって除去さ
れる。第２に、シーリング自身はプロセス材料でもよく、それはたやすく、その為、頂部
電極６２の作用によりチャンバ内のプラズマへと導入される。例えば、フッ素捕集材をチ
ャンバに導入することが望ましい場合、シーリング５４はシリコンでもよく、シリコン原
子がシーリング５４からプラズマへとスパッタされる。
【００２７】
高周波源（図３又は図６にて２以上が使用されている場合には複数の源）の高周波周波数
は、約２．０ＭＨｚあるいはそれより低いオーダーのような低い範囲範囲内であることが
好ましく、プラズマイオンは、平均プラズマ電位というより遷移外部磁場（ transit exte
rnal field）により直接駆動される。平均プラズマ電位が浮動的であり制御が困難である
ことから、この選択は好ましい。金属エッチングに対しては、別の高周波源から底部電極
６０（ウエハペデスタル）にエネルギーを与えるのが好ましいので、図６の実施例が好ま
しい。
【００２８】
図１から図７を参照して上述した実施例は、コイルやトランスフォーマーのような誘導性
エレメントを用いる一種の（ a species of）反応性高周波パワー分割を用いており、その
ため、ここでは誘導性高周波パワー分割として言及されている。図８は、他種の反応性高
周波パワー分割、すなわち、容量性高周波パワー分割を用いる本発明の実施例を示す。図
８において、パワー分割用コンデンサ９０は共通の高周波源７２および複数平行電極９４
、９６、９８に接続された共通電極９２を有し、これらは共通電極９２に面している。平
行コンデンサ電極９４、９６、９８は、個別に頂部電極６２、コイル７４および底部電極
６０にそれぞれ接続されている。１８０度の位相ずれの関係が頂部及び底部電極６０、６
２間で維持される場合、位相反転コンデンサ９９は直列で平行電極９８と底部電極６０の
間に接続される。
【００２９】
図９は、いかに図８が平行コンデンサ電極電極９６を除去するために変形され、コイル７
４が図３の実施例のようにエネルギーが与えられる間だけパワー分割が底部及び頂部電極
６０、６２間で行われるかを示す。
【００３０】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したように構成されるので、従来の容量結合型リアクタと誘導結合型
リアクタの両方の利点の全てをリアクタ中の単一プラズマリアクタの中で提供することが
できる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、従来技術の容量結合型高周波プラズマリアクタの図である。
【図２】図２は、従来技術の誘導結合型高周波プラズマリアクタの図である。
【図３】図３は、誘導型高周波パワー分割を用いる本発明の第１実施例の図である。
【図４】図４は、本発明の第２実施例の図である。
【図５】図５は、本発明を実行するのに用いる誘導コイルの一実施例の図である。
【図６】図６は、本発明の第３実施例の図である。
【図７】図７は、本発明の第４実施例の図である。
【図８】図８は、容量型パワー分割を用いる本発明の第５実施例の図である。
【図９】図９は、本発明の第６実施例の図である。
【符号の説明】
１０　真空チャンバ、１２　側壁、１４、１６　電極、１８　高周波インピーダンス整合
回路網、２０　高周波パワー発生器、２２　半導体ウエハ、３０　真空チャンバ、３２　
コイル誘導子、３４　半導体ウエハ、３６　ウエハペデスタル、３８　高周波パワー発生
器、４０、４４　高周波インピーダンス整合回路網、４２　高周波パワー発生器、５０　
真空チャンバ、５２　円筒型側壁、５４　ドーム形シーリング、５６　床部、５８　ペデ
スタル、６０　底部コンデンサ電極、６１　半導体ウエハ、６２　頂部コンデンサ電極、
６４　二次巻線、６６　トランスフォーマー、６８　一次巻線、７０　コンデンサ、７２
　高周波電源、７４　誘導コイル、７６　コンデンサ、７８　第２高周波電源、８０　接
地用タップ、８４、８６　巻線、９０　パワー分割用コンデンサ、９２　共通電極、９４
、９６、９８　平行電極、９９　位相反転コンデンサ。

10

20

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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